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1. 諸言 

CuSbS2 は太陽電池に適したバンドギャップ

と高い光吸収係数をもつことから、新しい光吸

収層材料として期待されている[1]。しかしな

がら、現在約 3 %の変換効率とまだまだ低い値

となっている[2]。現在までの CuSbS2の研究状

況は、主に薄膜多結晶成長（蒸着法、溶液法）

によって作製した薄膜多結晶太陽電池の高効

率化のための応用研究が先行している。しかし、

変換効率向上のためには報告のない基礎物性

を明らかにし、材料特性を理解する必要がある。

本研究では、報告のない融液成長の一つである

ゾーンメルト法を用いて CuSbS2単結晶を作製

し、基礎物性評価を行った。 

 

2. 実験方法 

 カーボンコートした石英管に Cu(99.999%)、

Sb(99.999%)、S(99.999%)を真空封入し、これ

を 600℃で 24 時間保持して元素を反応、均一

に混合させ、900℃で再度 24 時間加熱した後、

炉内で冷却して種多結晶成長させた。その後、

作製した種多結晶を再度石英管に真空封入し、

中心温度 700℃のゾーンメルト炉にセットし

て成長速度 4～5 mm/day で 10日間成長を行っ

た。得られたサンプルは粉末 X 線回折(XRD)、

エネルギー分散型 X 線分析(EDX)、ラマン分光

分析、ホール効果測定により分析した。 

3. 結果・考察 

XRD パターンでは ICDD データと良く一致

し、斜方晶の Chalcostibite 構造を示した。室温

ホール効果測定より得られたホール濃度を Fig. 

1に示す。ホール効果測定により p型半導体で

あることを示し、Cu の含有率が増加するにし

たがってホール濃度が増加することを確認し

た。これは、Sbサイトの Cu（CuSb）置換欠陥

が増加したと考えられる[3]。ホール温度変化

により得たアクセプターの活性化エネルギー

や伝導メカニズム、散乱メカニズムに関しては

当日発表する。 
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